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Descriptor BOE

Disefio de dispositivos ASIC. Herramientas CAD: captura, simulacién analdgica i digital. Test de circuitos
integrados. Subsistemas tipicos en circuitos integrados analégicos.

Objectiu de I'assignatura

L’ojectiu de I’assignatura és, per una banda, donar una visié general del disseny microelectronic, introduint
tant els aspectes de metodologia de disseny com les consideracions tecnologiques que sén clau en el fluxe de
disseny d’un circuit integrat. Per altra banda, en I’assignatura es tractara amb detall els conceptes especifics
més basics tant del disseny microelectronic digital com de I’analogic.

Temari

UNITAT 1. Introducci6 al disseny microelectronic (3 hores: 20feb, 22feb)
1.1 Evoluci6 de la microelectronica

1.2 Conceptes basics de disseny microelectronic

1.3 Tipus de circuit integrat

UNITAT 2. Fonaments del transistor MOS en disseny microelectronic (3 hores: 27feb, 29feb)
2.1 Estructura fisica del MOSFET

2.2 Models estatics i dinamics del MOSFET

2.3 Parametres de disseny CMOS

2.4 Escalat tecnologic CMOS

UNITAT 3. Elements tecnologics del disseny microelectronic (7 hores: 5mar, 7mar, 28mar , 4abr)
3.1 Fonaments tecnoldgics. Procés CMOS

3.2 Efectes de la integracid en el comportament dels dispositius

3.3 Pertorbacions de la tecnologia

3.4 Disseny d’elements passius: resistors, condensadors i inductors

3.5 Interconnexionat

3.6 Encapsulat

3.7 Buffers i cel-les d’entrada / sortida

UNITAT 4. Metodologia en el disseny microelectronic. Eines CAD (2 hores: 11 abr)

4.1 Introduccid. El disseny microelectronic com a pont entre I’especificacid i la implementacio del ClI
4.2 Etapes en el disseny d’un Cl i eines CAD utilitzades

4.3 Estils o alternatives de disseny



UNITAT 5. Disseny microelectronic digital (6 hores: 18abr, 25abr, 9mai)
5.1 Disseny full custom de portes CMOS
5.2 Disseny Standard Cell de circuits sequiencials

UNITAT 6: Disseny microelectronic analogic (6 hores: 16mai, 23mai, 30mai)
6.1 Introduccid
6.2 Blocs analdgics basics

Practiques de laboratori

PRACTICA 1: Introduccié al CAD de disseny. (2 sessions)
PRACTICA 2: Disseny full custom d’una porta CMOS (3 sessions)

PRACTICA 3: Disseny analogic. L’'inversor CMOS com amplificador (1 sessid)

Meétode d’'avaluaci6

Examen escrit (75%) / practiques (25%) / treball opcional (modulador nota)

NOTA: L'assisténcia a les sessions de practiques, la seva realitzacio i el lliurament
dels informes corresponents sén condicid indispensable per aprovar I'assignatura.



Bibliografia

R.J.Baker, HW. Li, D.E. Boyce. CMOS circuit design, layout, and simulation. IEEE Press Series on
Microelectronic Systems. 1998

R.L. Geiger, P.E. Allen, N.R. Strader. VLSI design techniques for analog and digital circuits. McGrawHill.
1990

N.H.E. Weste, K. Eshraghian. Principles of CMOS VLSI design a systems perspective. Addison-Wesley. 1993

P.E. Allen, D.R. Holberg. CMOS analog circuit design. HRW Series in Electrical and Computer Engineering.
1987

J.P.Uyemura. Introduction to VLSI circuits and systems. John Wiley and Sons. 2001
J.P. Uyemura. Circuit design for CMOS VLSI. Kluwer Academic Publisher. 1993

A. Rubio, J. Altet, X. Aragonés, J.L. Gonzélez, D. Mateo, F. Moll. Disefio de circuitos y sistemas integrados.
Edicions UPC. 2000

S. Bota, J. Carrabina, A. Herms. Introducci6 al disseny CMOS VLSI. Edicions Universitat de Barcelona.1997
R. Alcubilla, J. Pons, D. Bardés. Disefio Digital. Una perspectiva VLSI-CMOS. Edicions UPC. 1996

R.C. Jaeger. Modular series on solid state devices. Vol V: Introduction to microelectronic fabrication.
Addison Wesley. 1988



